FOTOREZYSTORY
% RPYP52, RPYP58

Fotorezystory sg detektorami promieniowania widzialnego
.0 rozkladzie widmowym czuloéci zblizonym do rozkiadu
czuloSci oka ludzkiego. Sg one przeznaczone do pracy
w ukladach sygnalizacyjnych, kontrolnych, rejestruja-
cych, sterujacych, pomiarowych oraz alarmowych., War-
stwa §wiatloczula jest zbudowana z siarczku kadmu. Zasi-
- lanie napieciem stalym, Dla RPYP52 napiecie stale wy-
nosi do 5 V, Podczas lutowania koncéwek elektrod na-
lezy zapewnié odprowadzenie nadmiaru ciepla.
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Obudowa metalowa fotorezystora RPYP52
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Obudowa metalowa fotorezystora RPYP58

DANE TECHNICZNE

Dopuszczalne wartoSci parametrow eksploatacyjnych;
tamp = 22 5°C

RPYP52 RPYP58
Napiecie maksymalne Upayx 110 v
Wspélezynnik tempe- '
raturowy czulo§ci a +1,4%/°C
Moc dopuszczalna Prax 0,1 0,2 w
Czas narastania pradu .
fotoelektrycznego Tn 0,25 <1 s

Czas zaniku pradu )
fotoelektrycznego T2 0,3 <1 s
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SWW 1156-619

Parametry charakterystyczne; tomp = 22 £ 5°C

Temperatura otoczenia
w czasie pracy tamo
dla RPYP52
dla RPYP58

Rezystancja jasna

263--328 K (—10++55°C)

248--328 K (—25-+155°C)

(E =200 1x);
tamp.=2854 K (2581°C) Re 250..1°10° Q
Rezystancja ciemna Ro min. 1-105 Q
Prad jasny (E = 2001x);
przy U=5V Ig 5..20 mA
Maksimum rozkladu
widmowego czulo§ci Ao 520..560 pm
Stala czasowa narasta-
nia pradu fotoele-
ktrycznego
(E = 200 Ix) Tn
dla RPYP52 maks. 0,1 s
dla RPYP58 maks. 0,3 s
Stala czasowa zaniku
pradu fotoelektrycz-
nego (E = 200 1x) Tz
dla RPYP52 maks. 0,1 s
dla RPYP58 maks. 0,3 s
Powierzchnia czynna A
dla RPYP52 0,20 cm?
dla RPYP58 0,14 cm?
2
757 A\ /o\ > l
/’-714/ \<¢"’¢
S
1 17
’ AV aNN
N
/\% <
o'—A L Wi /
ay.er.avi
v é % N4
/S
T // - /
e
2
1/710" 0 - VAR
Charakterystyka pradowo-napieciowa dla fotorezy- -
stora RPYP58
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Charakterystyka wzglednej czulo$ci widmowej dla Przebieg stalych czasowych dla fotorezystora
fotorezystora RPYP58 RPYP58
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